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II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Фундаментальні дослідження в області ТГц оптоелектроніки.

Початок етапу: 08.2020

Закінчення етапу: 01.2024

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: проспект Науки, буд. 41, м. Київ, 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380445254020, 380445258342

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Університет Регенсбурга

Код за ЄДРПОУ: 11111111
Місцезнаходження: Universitätsstr., 31, Регенсбург, 93053, Німеччина

Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 499419432050

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 09 - договір із закордонним замовником

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7716 - кошти замовників іноземних держав
Фактичний обсяг фінансування (тис. євро): 45.950



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Терагерцова оптоелектроніка в нових низькорозмірних вузькощілинних напівпровідникових наноструктурах

Назва роботи англійською:
Terahertz optoelectronics in novel low dimensional narrow gap semiconductor nanostructures

Реферат українською:
Робота була спрямована на виконання фундаментальних досліджень в області ТГц оптоелектроніки та
оптики. Об’єктом дослідження є нові властивості матеріалів, які дозволять створювати нові високоефективні
оптоелектронні та оптичні прилади. Метою роботи є розробка нових технологій напівпровідникових
структур з подальшим створенням сучасних приладів оптики та оптоелектроніки, нових ТГц детекторів і
систем бачення. Методи дослідження – це комплексний підхід, який застосовувався у використанні методів і
засобів отримання напівпровідникових матеріалів і систем сучасної оптоелектроніки.

Реферат англійською:
The work was aimed at carrying out basic research in in the area of THz optoelectronics and optics. The object of
research is new properties of materials, which will allow creating new optoelectronic and optics devices with high
efficiency. The purpose of the work is to develop new technologies for obtaining semiconductor structures with
the further creation of modern devices of optics and opto-electronics, the novel THz detectors and real-time
vision system. Research methods are the comprehensive approach which was applied in the use of methods and
means of obtaining semiconductor materials and systems of modern optoelectronics.
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Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Гуменюк-Сичевська Жанна Віталіївна

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: старший науковий співробітник

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Сизов Федір Федорович

Науковий ступінь: д.ф.-м.н.

Вчене звання: професор

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: наукові публікації

Назва НТП англійською: scientific publications

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: фундаментальна фізика

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Наукові публікаціїї у журналах: -Applied Physics A - Semiconductor Physics. Quantum Electronics
& Optoelectronics

Соціально-економічна спрямованість НТП: Створення принципово нової продукції (матеріалів,
технологій тощо) для забезпечення експортного потенціалу та заміщенню імпорту

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу:
Закінчення етапу:

Споживачі продукції:
Перспективні ринки:
Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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